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요약

다중 금속 배선 구조에서 금속 패턴 불량을 개선하기 위한 금속 배선과, 이를 구비한 어레이 기판 및 그의 제조 방법과, 이

를 구비한 표시 패널이 개시된다. 금속 배선은, 기판에 형성된 제1 금속층과, 제1 금속층 위에 형성되어 제1 금속층의 부식

을 억제하는 산화막, 및 산화막 위에 형성된 제2 금속층을 포함한다. 제1 금속층 아래에 형성된 제3 금속층을 더 포함하고,

제3 금속층은 제2 금속층과 실질적으로 동일한 금속물질이다. 이에 따라, 제1 금속층과 제2 금속층 사이에 산화막을 형성

함으로써 상기 제1 금속층의 부식을 막는다.

대표도

도 2

색인어

산화막, 이중 금속층, 게이트 금속층, 알루미늄, 몰리브덴

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 어레이 기판의 부분 평면도이다.

도 2는 도 1의 어레이 기판을 포함하는 표시 패널을 I-I' 라인으로 절단한 단면도이다.

도 3a 내지 도 3e는 도 1의 어레이 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 공정도들이다.
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도 4a는 본 발명의 실시예에 따른 이중 게이트 금속층을 설명하기 위한 개략적인 어레이 기판의 사시도이다.

도 4b는 도 4a의 상기 이중 게이트 금속층 간의 계면(IA)을 분석한 그래프이다.

도 5는 본 발명에 실시예에 따른 금속 산화막에 의한 금속층의 부식 정도를 실험한 실험결과표이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

110 : 스위칭 소자 111a : 제1 금속층

111b : 금속 산화막 111c : 제2 금속층

112 : 반도체층 113 : 소스 전극

114 : 드레인 전극 170 : 화소 전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 어레이 기판 및 그의 제조방법과, 이를 구비한 표시 패널에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다중 금속 배선 구조

에서 금속 패턴의 불량을 제거하기 위한 금속 배선 및 이의 제조방법과, 이를 구비한 어레이 기판 및 그의 제조방법과, 이

를 구비한 표시 패널에 관한 것이다.

액정표시장치(Liquid Crystal Display)는 정보 디스플레이 및 휴대형 전자소자 분야에서 주로 사용되고 있다. 상기 액정표

시장치는 박막 트랜지스터(TFT)를 화소 영역의 투과광의 세기를 조절할 수 있는 스위칭 소자로 이용하여 정확한 계조 표

시를 한다. 특히, 풀 칼라(Full Color) 표시를 할 수 있는 기술이 개발되어 휴대형 개인 정보단말기나 슬림형의 데스크탑 모

니터(Desktop Monitor)로서 광범위하게 사용되고 있다.

최근 액정표시장치의 대형화 및 고정세화하면 스캔 배선의 시정수 RC가 증가하고, 게이트 신호지연에 의한 화질이 저하되

는 문제점을 갖는다. 상기 스캔 배선이 저항이 높아지면 상기 스캔 배선을 따라 균일한 신호 또는 밝기를 얻을 수 없게 된

다. 더욱이 주사선이 많아짐에 따라서 액정층의 충전시간(TFT의 On 시간)이 짧아지고 보다 짧은 시간으로 충전을 완료시

키기 위해서는 스위칭 소자(TFT)의 고성능화가 필요하게 된다. 상기 스캔 배선저항의 감소시키기 위한 방안으로 알루미

늄(Al)과 고융점 금속에 의한 이중 배선 구조를 사용하고 있다.

그러나, 상기 이중 스캔 배선을 형성하기 위해 포토 리소그래픽 공정시 현상액에 의한 상기 알루미늄층이 부식되어, 상기

스캔 배선의 패턴 불량이 발생하는 문제점이 갖는다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명의 기술적 과제는 이러한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 금속 패턴 불량을 제거하

기 위한 금속 배선을 제공하는 것이다.

상기 본 발명의 다른 목적은 상기 금속 배선의 형성 방법을 제공하는 것이다.

상기 본 발명의 또 다른 목적은 상기 금속 배선을 구비한 어레이 기판을 제공하는 것이다.

상기 본 발명의 또 다른 목적은 상기 어레이 기판의 제조 방법을 제공하는 것이다.

상기 본 발명의 또 다른 목적은 상기 어레이 기판을 구비한 표시 패널을 제공하는 것이다.
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발명의 구성 및 작용

상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 실시예에 따른 금속 배선은, 기판에 형성된 제1 금속층과, 상기 제1 금속층 위에

형성되어, 상기 제1 금속층의 부식을 억제하는 산화막, 및 상기 산화막 위에 형성된 제2 금속층을 포함한다. 바람직하게 상

기 제1 금속층 아래에 형성된 제3 금속층을 더 포함하고, 상기 제3 금속층은 상기 제2 금속층과 실질적으로 동일한 금속물

질이다.

상기한 본 발명의 다른 목적을 실현하기 위한 실시예에 따른 금속 배선의 형성방법은 기판에 제1 금속물질을 증착하는 단

계와,상기 제1 금속물질이 증착된 기판을 산소분위기에서 정체시켜 상기 제1 금속물질 위에 산화막을 형성하는 단계와,

상기 산화막 위에 제2 금속물질을 증착하는 단계 및 사진 식각 공정을 통하여 상기 제2 금속물질이 증착된 결과물을 패터

닝하는 단계를 포함한다.

상기 산화막은, 상기 사진 식각 공정에 이용되는 현상액에 의한 상기 제1 금속물질의 부식을 방지하고, 상기 제1 금속물질

과 상기 제2 금속물질 사이의 전자의 이동을 억제한다.

상기한 본 발명의 또 다른 목적을 실현하기 위한 실시예에 따른 어레이 기판은, 스캔 배선과 상기 스캔 배선과 전기적으로

절연하면서 교차하도록 형성된 데이터 배선과, 제어 전극이 상기 스캔 배선에 연결되고, 제1 전류 전극이 상기 데이터 배

선에 연결된 스위칭 소자와 상기 스위칭 소자의 제2 전류 전극에 연결된 화소 전극을 포함한다. 상기 스캔 배선 및 데이터

배선 중 하나 이상은 제1 금속층과, 상기 제1 금속층 위에 형성된 산화막과, 상기 산화막 위에 형성된 제2 금속층을 포함한

다.

바람직하게, 상기 데이터 배선은 상기 제1 금속층 아래에 형성된 제3 금속층을 더 포함한다.

더욱 바람직하게, 상기 제1 금속층은 알루미늄(Al) 및 알루미늄 합금 물질 중에서 선택된 하나이며, 상기 제2 금속층은 몰

리브덴(Mo)이다. 또한, 상기 제3 금속층은 상기 제1 금속층과 실질적으로 동일한 물질이고, 상기 산화막의 두께는 100Å

미만이다.

상기한 본 발명의 또 다른 목적을 실현하기 위한 실시예에 따른 복수의 스캔 배선들과, 복수의 데이터 배선들과, 상기 스캔

배선들과 데이터 배선들이 연결된 스위칭 소자를 포함하는 어레이 기판의 제조 방법에서, 제1 금속물질을 증착하는 단계

와, (b) 상기 제1 금속물질 위에 산화막을 형성하는 단계와, 상기 산화막 위에 제2 금속물질을 증착하는 단계 및 상기 제1

금속물질 및 제2 금속물질을 패터닝하여 상기 스캔 배선을 형성하는 단계를 포함한다.

또한, 상기 어레이 기판의 제조 방법은, 상기 제2 금속물질을 증착하는 단계와, 상기 제2 금속물질 위에 상기 제1 금속물질

을 증착하는 단계와, 상기 제1 금속물질 위에 상기 산화막을 형성하는 단계와, 상기 산화막 위에 제2 금속물질을 증착하는

단계 및 상기 제1 금속물질 및 제2 금속물질을 패터닝하여 상기 데이터 배선을 단계를 포함한다.

상기 산화막은, 대략 10 sccm의 산소가 주입된 장비 내에서 상기 제1 금속물질이 증착된 투명 기판을 6초 이상 정체시켜

형성한다. 바람직하게 상기 산화막의 두께는 100Å 미만이다.

상기한 본 발명의 또 다른 목적을 실현하기 위한 실시예에 따른 표시 패널은 액정층과, 제1 기판 및 제2 기판을 포함한다.

상기 제2 기판은 스캔 배선과, 상기 스캔 배선과 교차하는 데이터 배선과, 상기 스캔 배선과 데이터 배선에 전기적으로 연

결된 스위칭 소자를 구비한 제2 기판을 포함하며, 상기 스캔 배선과 상기 데이터 배선 중 하나 이상은 제1 금속층과, 상기

제1 금속층 위에 형성된 산화막과, 상기 산화막 위에 형성된 제2 금속층을 포함하는 것을 특징으로 한다.

이러한 금속 배선과 이를 구비한 어레이 기판 및 이의 제조 방법과, 이를 구비한 표시 패널에 의하면, 이중 금속층의 계면

에 산화막을 형성하여, 상기 산화막에 의해 상기 금속층의 부식을 막는다. 이에 의해 금속 패턴 불량을 제거할 수 있다.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 실시예들을 보다 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 본 발명은 여기서 설명되

어지는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예들은 개시된 내용이

철저하고 완전해질 수 있도록 그리고 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되어지는 것이

다. 도면에서 여러 층(또는 막) 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 전체적으로 도면 설명시
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관찰자 관점에서 설명하였고, 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있

는 경우뿐 아니라, 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할

때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 의미한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 어레이 기판의 부분 평면도이다.

도 1을 참조하면, 상기 어레이 기판은 제1 방향으로 형성된 복수의 스캔 배선(GL)과, 상기 제1 방향과 교차하는 제2 방향

으로 형성된 복수의 데이터(또는 소스) 배선(DL)들과, 상기 스캔 배선(GL)과 데이터 배선(DL)에 의해 정의되는 복수의 화

소 영역을 포함한다.

상기 화소 영역에는 스위칭 소자(TFT)(110)와, 상기 스위칭 소자(110)와 연결되는 스토리지 캐패시터(CST)와, 액정 캐

패시터(CLC)의 제1 전극인 화소 전극(150)을 포함한다.

상기 스위칭 소자(110)는 상기 스캔 배선(GL)과 연결되는 게이트 전극(111)과, 상기 데이터 배선(DL)과 연결되는 소스 전

극(113)과, 콘택홀(170)을 통해 상기 화소 전극(150)과 연결되는 드레인 전극(114)을 포함한다. 상기 게이트 전극(111)

과, 상기 소스 및 드레인 전극(113,114) 사이에는 반도체층(미도시)이 형성된다.

상기 스토리지 캐패시터(CST)(130)는 상기 스캔 배선(GL)과 동일 금속층인 제1 전극(130)과, 상기 드레인 전극(114)과

동일 금속층을 형성된 제2 전극으로 하여 정의된다. 상기 스토리지 캐패시터(130)는 상기 스위칭 소자(110)가 턴-오프 상

태일 때, 상기 액정 캐패시터(CLC)에 충전된 전압을 한 프레임 동안 유지시킨다.

상기 스캔 배선들(GL)과, 상기 스캔 배선들(GL)로부터 연장된 상기 게이트 전극(111) 및 상기 스토리지 캐패시터의 제1

전극(130)은 다중 금속층으로 형성되고 상기 다중 금속층 사이에 적어도 하나 이상의 금속 산화막이 형성된다. 즉, 상기 금

속 산화막에 의해 상기 이중 금속층을 패터닝 하기 위한 포토 리소그래픽 공정시 현상액(예컨대, TMAH:Tetra Methyl

Ammonium Hydroxide)에 의한 상기 제1 금속층(Al 또는 Al 합금)이 부식되는 것을 방지한다. 즉, 상기 금속 산화막은 상

기 금속층들 사이에 형성되어, 상기 금속층들 간의 전자 이동을 억제하는 장벽 역할을 함으로써 전지 반응을 억제하여 상

기 현상액에 의한 상기 금속층들의 부식을 억제한다. 이에 의해, 상기 스캔 배선들(GL)과, 상기 게이트 전극(111) 및 상기

스토리지 캐패시터의 제1 전극(130)의 금속 패턴의 불량을 막을 수 있다.

여기서, 상기 다중 금속층은 알루미늄(Al) 또는 알루미늄 합금 등 알루미늄 계열의 금속, 은(Ag)이나 은 합금계열의 금속,

구리(Cu)나 구리 합금 등 구리 계열의 금속, 몰리브덴(Mo)이나 몰리브덴 합금 등 몰리브덴 계열의 금속, 크롬(Cr), 탄탈륨

(Ta) 또는 티타늄(Ti)을 포함하는 금속을 포함한다. 이상에서는 스캔 배선에 상기 다중 배선 구조를 적용하는 경우를 설명

하였으나, 물론 데이터 배선에 상기 다중 배선 구조가 적용할 수 있음은 당업자라면 자명한 사실이다.

도 2는 도 1의 어레이 기판을 포함하는 표시 패널을 I-I' 라인으로 절단한 단면도이다. 이하에서는 이중 배선 구조를 예로

서 설명한다.

도 2를 참조하면, 표시 패널은 어레이 기판(100)과, 칼라필터기판(200)과, 상기 어레이 기판(100)과 칼라필터기판(200)

사이에 개재된 액정층(300)을 포함한다.

상기 어레이 기판(100)은 투명 기판(101)을 포함하며, 상기 투명 기판(101) 상에는 게이트 금속층을 증착 및 패터닝하여

스위칭 소자들(110)의 게이트 전극들(111)과 스캔 배선들(GL) 및 스토리지 캐패시터들(CST)의 제1 전극들(130)을 형성

한다.

상기 게이트 전극층은 제1 금속층(111a)과 제2 금속층(111c) 및 상기 제1 및 제2 금속층(111a,111c) 사이에 금속 산화막

(111b)으로 형성된다. 예컨대, 상기 제1 금속층(111a)은 알루미늄(Al) 및 알루미늄 합금 물질로 형성되고, 상기 제2 금속

층(111c)은 몰리브덴(Mo) 금속 물질로 형성된다. 상기 알루미늄(Al)은 양쪽성 물질로서, 산과 염기 모두에 반응한다. 이에

의해 상기 포토 리소그래픽 공정시 현상액에 의해 부식이 쉽게 발생한다. 상기 제1 금속층(111a)의 부식을 막기 위해 상기

금속 산화막(111b)을 상기 제1 금속층(111a)을 증착한 후 상기 제1 금속층(111a) 위에 형성하고, 상기 금속 산화막

(111b) 위에 상기 제2 금속층(111c)을 형성한다. 상기 금속 산화막(111b)은 대략 10 sccm 정도의 산소가 주입된 산소분

위기에서 6초 이상 정체시켜 형성한다. 이후, 제2 금속층(111c)를 형성함으로써 상기 금속 산화막(111b)은 대략 100 Å

미만의 두께로 형성된다.
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상기 게이트 금속층에 의해 형성된 상기 스토리지 캐패시터(130)의 제1 전극(131), 역시 제1 금속층(131a)과, 제2 금속층

(131c) 및 상기 제1 및 제2 금속층(131a,131c) 사이에 금속 산화막(131b)이 형성된다. 물론, 상기 게이트 금속층으로 형

성되는 스캔 배선들(GL)들도 제1 및 제2 금속층과, 상기 제1 및 제2 금속층 사이에 금속 산화막으로 형성된다.

게이트 절연층(105)은 상기 게이트 금속층 위에 형성된다. 반도체층(112)은 상기 게이트 절연층(106) 위에 형성된다. 상

기 반도체층(112)은 활성층(112a) 및 저항성 접촉층(112b)으로 형성되며, 상기 게이트 전극(111)이 형성된 영역에 대응

하여 형성된다.

소스 및 드레인 금속층을 증착 및 패터닝하여 데이터 배선(DL)들과, 상기 스위칭 소자(110)의 소스 전극(113) 및 드레인

전극(114) 및 상기 드레인 전극(114)과 연결된 상기 스토리지 캐패시터의 제2 전극(132)이 형성된다.

상기 소스 및 드레인 금속층 위에는 패시베이션층(107)이 형성되며, 상기 패시베이션층(107) 위에는 절연층(108)이 형성

된다. 상기 절연층(108)은 형성되지 않을 수도 있다.

상기 패시베이션층(107) 및 절연층(108)을 식각하여 드레인 전극(114)의 일정 영역을 노출시키는 콘택홀(150)을 형성한

다. 상기 절연층(108) 위에 투명 전극층을 증착 및 패터닝하여 화소 전극(170)을 형성한다. 상기 화소 전극(170)은 상기

콘택홀(150)을 통해 상기 드레인 전극(114)과 전기적으로 연결된다.

상기 칼라 필터 기판(200)은 투명 기판(201), 차광층(210), 색화소 패턴(220R,220B) 및 투명 전극층(230)을 포함한다. 상

기 투명 기판(201) 상부에는 차광층(210)과 색화소 패턴(220R,220B)이 형성된다. 차광층(210)은 패터닝되어 투명 기판

(201) 상에 단위 화소의 내부 공간을 정의하고, 또한, 누설 광을 차단한다.

색화소 패턴(220R,220B)은 상기 차광층(210)에 의해 정의되는 단위 화소의 내부 공간에 형성된다. 상기 색화소 패턴

(220R,220B)은 입사되는 광에 응답하여 고유의 색을 발현하는 칼라 필터이다. 물론, 상기 색화소 패턴은 R(RED), G

(GREEN), B(BLUE) 칼라를 포함한다.

상기 투명 전극층(230)은 상기 어레이 기판(100)의 상기 화소 전극(170)에 대향하는 공통 전극으로서, 공통전압이 인가된

다. 이에 의해, 상기 화소 전극(170)을 제1 전극으로 하고 상기 공통 전극(230)을 제2 전극으로 하는 액정 캐패시터(CLC)

가 정의된다. 상기 차광층(210)과 색화소 패턴(220R,220B) 위에 평탄화막 및 보호막 역할을 수행하는 평탄화층을 형성할

수도 있다.

상기 액정층(300)은 상기 어레이 기판(100)의 화소 전극(150)과, 상기 칼라필터기판(200)의 투명 전극층(230)에 의해 인

가되는 전계의 세기에 대응하여 액정 분자의 배열각을 변화시켜 화상을 표시한다.

도 3a 내지 도 3e는 도 1의 어레이 기판의 제조 방법을 설명하기 위한 공정도들이다. 이하에서는 이중 배선 구조를 예로서

설명한다.

도 3a를 참조하면, 투명 기판(101) 위에 게이트 금속층(405)을 형성한다. 상기 게이트 금속층(405)은 먼저, 스퍼터링

(Sputtering) 증착법을 이용하여 제1 금속물질인 예컨대, 알루미늄(Al) 및 알루미늄 합금 물질을 증착하여 제1 금속층

(402)을 형성한다. 즉, 제1 증착 장비 내에서 플라즈마 장을 이용하여 상기 제1 금속물질을 증착하여 제1 금속층(402)을

형성한다. 이후, 상기 제1 증착 장비 내에 대략 10 sccm 정도의 산소(O2) 가스를 주입하고, 6초 이상의 산소분위기를 유

지시킨다. 이에 의해 상기 제1 금속층(402) 위에는 대략 100 Å 미만의 두께를 갖는 금속 산화막(403)이 형성된다.

이후, 제2 금속층(404)을 형성하기 위한 제2 증착 장비로 이송하여, 제2 금속물질인 예컨대, 몰리브덴(Mo)을 상기 금속

산화막(403) 위에 증착하여 상기 제2 금속층(404)을 형성한다. 물론, 상기 금속 산화막(403)은 상기 제2 증착 장비 내에서

상기 제2 금속층(404)이 증착되기 전에 형성할 수도 있다. 즉, 상기 제1 증착 장비에서 상기 제1 금속층(402)을 형성한 후

상기 제1 금속층(402)이 형성된 상기 투명 기판(401)을 상기 제2 증착 장비로 이송한다. 이후, 상기 제2 증착 장비에 대략

10 sccm 정도의 산소(O2) 가스를 주입하고, 6초 이상의 산소분위기를 유지시켜 상기 금속 산화막(403)을 형성한다. 이

후, 상기 몰리브덴(Mo)을 증착하여 상기 금속 산화막(403) 위에 상기 제2 금속층(404)을 형성한다.

이와 같이, 상기 투명 기판(401) 위에 상기 제1 금속층(402), 금속 산화막(403) 및 제2 금속층(404)으로 형성된 게이트 금

속층(405)을 형성한다.
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포토리소그래픽 공정을 통해 상기 게이트 금속층(405)을 패터닝한다. 구체적으로 포토레지스트층을 상기 게이트 금속층

(405)위에 형성하고 스캔 배선들, 게이트 전극들 및 스토리지 캐패시터의 제1 전극에 해당하는 영역에만 포토레지스트층

(420)이 남도록 패터닝 한다. 이후, 현상액에 상기 투명 기판(401)을 담그어 스캔 배선들, 게이트 전극들 및 스토리지 캐패

시터의 제1 전극을 패터닝한다.

도 3b를 참조하면, 상기 투명 기판(401) 위에 스캔 배선들(GL), 게이트 전극들(411) 및 스토리지 캐패시터(430)의 제1 전

극(431)이 형성된다. 상기 게이트 전극들(411)은 제1 금속층(411a), 금속 산화막(411b) 및 제2 금속층(411c)으로 형성되

고, 상기 제1 전극(431)은 제1 금속층(431a), 금속 산화막(431b) 및 제2 금속층(431c)으로 형성된다. 물론, 도시되지는

않았으나, 상기 스캔 배선들도 제1 금속층, 금속 산화막 및 제2 금속층으로 형성된다.

상기 스캔 배선들(GL), 게이트 전극들(411) 및 스토리지 캐패시터(430)의 제1 전극(431) 위에 게이트 절연층(406)을 형

성한다. 상기 게이트 절연층(406) 위에는 반도체층(412)인 활성층(412a)과 저항성 접촉층(412b)이 순차적으로 형성한다.

예컨대, 상기 활성층(4112a)은 비정질 실리콘층(a-Si)이고, 상기 저항성 접촉층(412b)은 불순물이 도핑된 비정질 실리콘

층(+n a-Si)이다.

상기 활성층(412a) 및 저항성 접촉층(412b)은 상기 스위칭 소자(410)의 게이트 전극(411)에 대응하는 영역에 잔류하도록

포토 리소그래픽 공정으로 패터닝한다. 여기서, 포토 리소그래픽 공정은 포토 레지스트 도포, 포토 레지스트 패터닝, 노광,

현상, 에천트를 이용한 식각과정 등을 포함한다.

상기 저항성 접촉층(412b) 위에 소스 및 드레인 금속층을 증착한다. 도시된 바와 같이 상기 소스 및 드레인 금속층은 저저

항 금속 배선은 다중 금속층으로 형성한다. 물론, 단일 금속층으로 형성할 수도 있다. 상기 소스 및 드레인 금속층은 제1 금

속층(442), 제2 금속층(443), 금속 산화막(444) 및 제3 금속층(445)을 순차적으로 적층한다. 상기 제1 금속층(442)과 상

기 제3 금속층(445)은 동일한 금속물질, 예컨대 몰리브덴(Mo) 물질 또는 몰리브덴 합금 물질로 형성된다. 상기 제2 금속

층(442)은 예컨대, 알루미늄 또는 알루미늄 합금 물질로 형성된다. 즉, 상기 금속 산화막(443)은 상기 제2 금속층(443)과

제3 금속층(445) 사이에 형성되어, 상대적으로 부식 특성이 좋지 않은 알루미늄 물질로 형성된 제2 금속층(443)의 부식을

막는다.

도 3c를 참조하면, 상기 저항성 접촉층(412b) 위에 형성된 소스 및 드레인 금속층을 포토 리소그래픽 공정을 통해 패터닝

하여 상기 .스위칭 소자(410)의 소스 전극(413) 및 드레인 전극(414)과, 데이터 배선들(DL)을 형성한다. 상기 소스 전극

(413) 및 드레인 전극(414)과, 데이터 배선들(DL)은 다중 금속층으로 형성되거나, 단일 금속층으로 형성될 수 있다.

도 3d를 참조하면, 상기 소스 전극 및 드레인 전극(413,414)을 마스크로 하여 노출된 저항성 접촉층(412b)을 식각한다.

이에 의해 상기 스위칭 소자(110)는 채널층이 형성된다. 상기 소스 및 드레인 금속층 위에 패시베이션층(407)을 형성하고,

상기 패시베이션층(407) 위에는 절연층(408)을 형성한다. 상기 절연층(408)은 형성하지 않을 수도 있다.

상기 절연층(408)은 질화 실리콘 또는 산화 실리콘 등의 무기 절연 물질로 형성되거나,아크릴계(Acryl) 유기화합물, 테프

론(Teflon), BCB(benzocyclobutene), 사이토프(Cytop) 또는 PFCB(Perfluorocyclobutane) 등의 저유전 상수를 갖는 유

기 절연 물질로 형성된다.

도 3e를 참조하면, 포토 리소그래픽 공정을 이용하여 상기 패시베이션층(406) 및 절연층(408)을 제거하여 콘택홀(450)을

형성한다. 상기 콘택홀(450)을 통해 상기 드레인 전극(414)의 일부 영역을 노출시킨다.

이 후, 절연층(408) 위에 투명한 전도성 물질인 투명 전극층을 증착하여 패터닝한다. 상기 투명한 전도성 물질인 인듐-틴-

옥사이드(Indium-Tin-Oxide : ITO), 인듐-아연-옥사이드(Indium-Zinc-Oxide : IZO) 또는 인듐-틴-아연 옥사이드

(Indium-Tin-Zinc-Oxide)를 증착하여 패터닝한다. 상기 패터닝된 투명 전극층은 화소 영역내에 화소 전극(470)을 형성

한다. 또한, 상기 콘택홀(450)을 통해 상기 드레인 전극(414)과 상기 화소 전극(470)은 전기적으로 연결된다.

도 4a는 본 발명의 실시예에 따른 이중 게이트 금속층을 설명하기 위한 개략적인 어레이 기판의 사시도이고, 도 4b는 도

4a의 상기 이중 금속층 간의 계면(IA)을 분석한 그래프이다.
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도 4a를 참조하면, 투명 기판(401) 상에 제1 금속층(402)을 형성하고, 상기 제1 금속층(402) 위에 금속 산화막(403)을 형

성하고, 상기 금속 산화막(403) 위에 제2 금속층(404)을 형성한다. 상기 금속 산화막(403)을 포함하는 상기 제1 금속층

(402)과 제2 금속층(404)의 계면 영역(IA)에 존재하는 물질들의 함량 분포는 도 4b에 도시된 바와 같다. 상기 물질함량을

분석한 상기 계면 영역(IA)의 두께는 대략 50nm 정도이다.

도 4b를 참조하면, 상기 계면 영역(IA)은 제1 금속층을 이루는 제1 금속물질이 고농도로 함유된 제1 금속영역(MA1)과,

제2 금속층을 이루는 제2 금속물질이 고농도로 함유된 제2 금속영역(MA2)과 상기 제1 금속물질과 제2 금속물질의 함량

비율이 거의 일정한 확산 영역(DIF)을 포함한다.

구체적으로, 상기 제1 금속물질인 알루미늄 계열(Al-Nd)의 금속물질을 증착한 후, 산소(O2) 분위기에서 6초 유지하여 산

화막을 형성한다. 도시된 바와 같이, 상기 산화막이 형성된 제1 금속 산화막 영역(MOA1)은 대략 40Å 정도이다.

이 후, 상기 제2 금속물질인 몰리브덴(Mo)을 증착한다. 이때, 상기 제2 금속물질을 증착하는 과정에서 상기 제1 금속 산화

막 영역(MOA1) 내의 산소(O2)가 상기 제2 금속영역(MA1)의 일부로 확산된다. 도시된 바와 같이, 상기 확산 영역(DIF)에

상기 산소(O2)가 확산된다. 상기 제1 금속영역(MA1)과 상기 제2 금속영역(MA2) 사이에 실질적으로 산소(O2)가 존재하

는 제2 금속 산화막 영역(MOA2)은 대략 100Å 미만이다. 즉, 실질적인 금속 산화막(403)의 두께는 대략 100Å 미만이다.

상기 금속 산화막(403)은 상기 제1 금속층(402)과 상기 제2 금속층(404) 사이에 형성되어, 상기 제1 및 제2 금속층

(402,404) 간의 전자 이동을 억제하는 장벽 역할을 함으로써 전지 반응을 억제하여 상기 제1 금속층의 침식을 방지한다.

그러면, 금속 산화막에 의한 금속층의 부식 정도를 확인하기 위해 다양한 실험을 수행하였고, 이에 대해서 설명한다.

도 5는 본 발명에 실시예에 따른 금속 산화막에 의한 금속층의 부식 정도를 실험한 실험결과를 나타낸 테이블이다.

<실험예-1>

도 4a 및 도 5를 참조하면, 제1 실험에서는 상기 투명 기판(401) 위에 상기 제1 금속층(402)과 제2 금속층(404)을 증착하

였다. 즉, 상기 금속 산화막(403)을 형성하지 않은 경우이다. 상기 제1 실험의 계측에 따르면, 상기 제1 금속층(402)의 계

면 저항은 0.498Ω였고, 현상 후의 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항은 3.195Ω이었다. 이러한 제1 실험 결과에 따르면,

상기 제1 금속층(402)의 부식 정도가 매우 큼을 알 수 있다. 즉, 상기 저항값이 크면 부식 정도가 크다는 것을 확인할 수있

다.

<실시예-2>

도 4a 및 도 5를 참조하면, 제2 실험에서는 상기 투명 기판(401) 위에 상기 제1 금속층(402)을 증착한 후, 10sccm 정도의

산소(O2)를 주입한 산소 분위기에서 6초 동안 정체시켜 상기 금속 산화막(403)을 형성하였다. 이후, 상기 제2 금속층

(404)을 형성하였다. 상기 제2 실험의 계측에 따르면, 상기 금속 산화막(403)이 형성된 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항

은 0.497Ω이었고, 현상 후의 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항은 0.781Ω이었다.

이러한 제2 실험결과에 따르면, 상기 제1 실험결과에 비해 상대적으로 상기 제1 금속층(402)의 부식 정도가 작음을 알 수

있다.

<실시예-3>

도 4a 및 도 5를 참조하면, 제3 실험에서는 상기 투명 기판(401) 위에 상기 제1 금속층(402)을 증착한 후, 10 sccm 정도

의 산소(O2)를 주입한 산소 분위기에서 12초 동안 정체시켜 상기 금속 산화막(403)을 형성하였다. 이후, 상기 제2 금속층

(404)을 형성하였다. 상기 제3 실험의 계측에 따르면, 상기 금속 산화막(403)이 형성된 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항

은 0.488Ω이고, 현상 후의 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항은 0.836Ω이다.

이러한 제3 실험결과에 따르면, 상기 제1 실험결과에 비해 상대적으로 상기 제1 금속층(402)의 부식 정도가 작음을 알 수

있다.

<실시예-4>
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도 4a 및 도 5를 참조하면, 제4 실험에서는 상기 투명 기판(401) 위에 상기 제1 금속층(402)을 증착한 후, 10 sccm 정도

의 산소(O2)를 주입한 산소 분위기에서 18초 동안 정체시켜 상기 금속 산화막(403)을 형성하였다. 이후, 상기 제2 금속층

(404)을 형성하였다. 상기 제4 실험의 계측에 따르면, 상기 금속 산화막(403)이 형성된 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항

은 0.499Ω이고, 현상 후의 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항은 0.864Ω이다.

이러한 제4 실험결과에 따르면, 상기 제1 실험결과에 비해 상대적으로 상기 제1 금속층(402)의 부식 정도가 작음을 알 수

있다.

<실시예-5>

도 4a 및 도 5를 참조하면, 제5 실험에서는 상기 투명 기판(401) 위에 상기 제1 금속층(402)을 증착한 후, 10 sccm 정도

의 산소(O2)를 주입한 산소 분위기에서 24초 동안 정체시켜 상기 금속 산화막(403)을 형성한다. 이후, 상기 제2 금속층

(404)을 형성한다. 상기 제5 실험의 계측에 따르면, 상기 금속 산화막(403)이 형성된 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항은

0.489Ω이고, 현상 후의 상기 제1 금속층(402)의 계면 저항은 0.843Ω이다.

이러한 제5 실험결과에 따르면, 상기 제1 실험결과에 비해 상대적으로 상기 제1 금속층(402)의 부식 정도가 작음을 알 수

있다.

한편, 상기 실험 결과들을 참고할 때, 상기 6초 이상의 산소 분위기에서 형성된 상기 금속 산화막(403)에 의한 상기 제1 금

속층(402)의 부식 정도의 차이는 거의 동일함을 확인 할 수 있다.

따라서, 상기 금속 산화막의 형성을 위한 산소 분위기는 6초 이상, 10 sccm 정도의 량이 바람직하다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 이중 금속층을 갖는 게이트 금속층을 형성할 때, 제1 금속층과 제2 금속층

사이에 금속 산화막을 형성하여 상기 게이트 금속층에 대한 패턴 공정시 상기 제1 금속층이 부식되는 것을 막을 수 있다.

상기 금속 산화막은 상기 제1 및 제2 금속층 간의 전자 이동을 억제하는 장벽 역할을 함으로써, 현상액에 노출시 전지 반응

이 억제되어 알루미늄이나 알루미늄 합금의 제1 금속층의 부식을 막을 수 있다.

따라서, 상기 이중 금속층을 갖는 어레이 기판의 금속 패턴 불량을 막을 수 있다. 더불어, 상기 어레이 기판을 구비한 표시

장치의 동작 특성의 오류를 막을 수 있다.

이상에서는 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발

명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것

이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판에 형성된 제1 금속층;

상기 제1 금속층 위에 형성되어, 상기 제1 금속층의 부식을 억제하는 산화막; 및

상기 산화막 위에 형성된 제2 금속층을 포함하는 금속 배선.

청구항 2.
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제1항에 있어서, 상기 제1 금속층 아래에 형성된 제3 금속층을 더 포함하고, 상기 제3 금속층은 상기 제2 금속층과 실질적

으로 동일한 금속물질인 것을 특징으로 하는 금속 배선.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 산화막의 두께는 100Å 미만인 것을 특징으로 하는 금속 배선.

청구항 4.

기판에 제1 금속물질을 증착하는 단계;

상기 제1 금속물질이 증착된 기판을 산소분위기에서 정체시켜 상기 제1 금속물질 위에 산화막을 형성하는 단계;

상기 산화막 위에 제2 금속물질을 증착하는 단계; 및

사진 식각 공정을 통하여 상기 제2 금속물질이 증착된 결과물을 패터닝하는 단계를 포함하는 금속 배선의 제조 방법.

청구항 5.

제4항에 있어서, 상기 산화막은,

상기 사진 식각 공정에 이용되는 현상액에 의한 상기 제1 금속물질의 부식을 방지하는 것을 특징으로 하는 금속 배선의 제

조 방법.

청구항 6.

제4항에 있어서, 상기 산화막은 상기 제1 금속물질과 상기 제2 금속물질 사이의 전자의 이동을 억제하는 것을 특징으로 하

는 금속 배선의 제조 방법.

청구항 7.

기판;

상기 기판 위에 형성된 스캔 배선;

상기 스캔 배선과 전기적으로 절연하면서 교차하도록 형성된 데이터 배선;

제어 전극이 상기 스캔 배선에 연결되고, 제1 전류 전극이 상기 데이터 배선에 연결된 스위칭 소자; 및

상기 스위칭 소자의 제2 전류 전극에 연결된 화소 전극을 포함하고,

상기 스캔 배선 및 데이터 배선 중 하나 이상은 제1 금속층과, 상기 제1 금속층 위에 형성된 산화막과, 상기 산화막 위에 형

성된 제2 금속층을 포함하는 것을 특징으로 하는 어레이 기판.

청구항 8.

공개특허 10-2006-0035164

- 9 -



제7항에 있어서, 상기 데이터 배선은 상기 제1 금속층 아래에 형성된 제3 금속층을 더 포함하는 어레이 기판.

청구항 9.

제7항에 있어서, 상기 제2 전류 전극과 전기적으로 연결된 제2 전극을 갖는 스토리지 캐패시터를 더 포함하며,

상기 스토리지 캐패시터의 제1 전극은 상기 제1 금속층, 산화막 및 제2 금속층을 포함하는 것을 특징으로 하는 어레이 기

판.

청구항 10.

제7항에 있어서, 상기 제1 금속층은 알루미늄, 알루미늄 합금, 은, 은 합금, 구리, 구리 합금으로 이루어진 군에서 선택된

하나 이상의 금속인 것을 특징으로 하는 어레이 기판.

청구항 11.

제8항에 있어서, 상기 제3 금속층은 상기 제1 금속층과 실질적으로 동일한 물질인 것을 특징으로 하는 어레이 기판.

청구항 12.

제7항에 있어서, 상기 제2 금속층은 몰리브덴, 몰리브덴 합금, 크롬, 크롬 합금, 탄탈륨, 탄탈륨 합금, 티타늄, 티타늄 합금

으로 이루어진 군에서 선택된 하나이상의 금속인 것을 특징으로 하는 어레이 기판.

청구항 13.

제7항에 있어서, 상기 산화막의 두께는 100Å 미만인 것을 특징으로 하는 어레이 기판.

청구항 14.

복수의 스캔 배선들과, 복수의 데이터 배선들과, 상기 스캔 배선들과 데이터 배선들이 연결된 스위칭 소자를 포함하는 어

레이 기판의 제조 방법에서,

제1 금속물질을 증착하는 단계;

상기 제1 금속물질 위에 산화막을 형성하는 단계;

상기 산화막 위에 제2 금속물질을 증착하는 단계; 및

상기 제1 금속물질 및 제2 금속물질을 패터닝하여 상기 스캔 배선을 형성하는 단계를 포함하는 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 15.

제14항에 있어서,
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상기 제2 금속물질을 증착하는 단계;

상기 제2 금속물질 위에 상기 제1 금속물질을 증착하는 단계;

상기 제1 금속물질 위에 상기 산화막을 형성하는 단계;

상기 산화막 위에 제2 금속물질을 증착하는 단계; 및

상기 제1 금속물질 및 제2 금속물질을 패터닝하여 상기 데이터 배선을 단계를 포함하는 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 16.

제14항에 있어서, 상기 제1 금속물질 위에 형성된 산화막은 대략 10 sccm의 산소가 주입된 장비 내에서 상기 제1 금속물

질이 증착된 투명 기판을 6초 이상 정체시켜 형성되는 것을 특징으로 하는 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 17.

제14항에 있어서, 상기 산화막의 두께는 100Å 미만인 것을 특징으로 하는 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 18.

제15항에 있어서, 상기 제1 금속물질은 알루미늄, 알루미늄 합금, 은, 은 합금, 구리, 구리 합금으로 이루어진 군에서 선택

된 하나 이상의 금속물질인 것을 특징으로 하는 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 19.

제15항에 있어서, 상기 제2 금속물질은 몰리브덴, 몰리브덴 합금, 크롬, 크롬 합금, 탄탈륨, 탄탈륨 합금, 티타늄, 티타늄

합금으로 이루어진 군에서 선택된 하나이상의 금속물질인 것을 특징으로 하는 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 20.

액정층;

제1 기판; 및

스캔 배선과, 상기 스캔 배선과 교차하는 데이터 배선과, 상기 스캔 배선과 데이터 배선에 전기적으로 연결된 스위칭 소자

를 구비하고, 상기 제1 기판과의 합체를 통해 상기 액정층을 수용하는 제2 기판을 포함하고,

상기 스캔 배선과 상기 데이터 배선 중 하나 이상은 복수의 금속층들이 다층 형태로 적층되고, 상기 금속층들 간에는 산화

막이 개재된 것을 특징으로 하는 표시 패널.

청구항 21.

제20항에 있어서, 상기 스캔 배선은 두 개의 금속층과 상기 두 개의 금속층간에 개재된 산화막을 포함하는 표시 패널.
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청구항 22.

제21항에 있어서, 상기 두 개의 금속층 중 하부 금속층은 알루미늄 또는 알루미늄 합금 중에서 선택된 하나이고, 상기 두

개의 금속층 중 상부 금속층은 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금 중에서 선택된 하나인 것을 특징으로 하는 표시 패널.

청구항 23.

제20항에 있어서, 상기 데이터 배선은 두 개의 금속층과 상기 두 개의 금속층간에 개재된 산화막을 포함하는 표시 패널.

청구항 24.

제23항에 있어서, 상기 두 개의 금속층 중 하부 금속층은 알루미늄 또는 알루미늄 합금 중에서 선택된 하나이고, 상기 두

개의 금속층 중 상부 금속층은 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금 중에서 선택된 하나인 것을 특징으로 하는 표시 패널.

청구항 25.

제20항에 있어서, 상기 데이터 배선은 세 개의 금속층과 상기 세 개의 금속층간에 개재된 산화막을 포함하는 표시 패널.

청구항 26.

제25항에 있어서, 상기 세 개의 금속층 중 하부 금속층은 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금 중에서 선택된 하나이고, 중간 금속

층은 알루미늄 또는 알루미늄 합금 중에서 선택된 하나이며, 상부 금속층은 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금 중에서 선택된

하나이며, 상기 산화막은 상기 중간 금속층과 상기 상부 금속층간에 개재된 것을 특징으로 하는 표시 패널.

청구항 27.

제20항에 있어서, 상기 산화막의 두께는 100Å 미만인 것을 특징으로 하는 표시 패널.

도면
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도면1
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도면2
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도면3a
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도면3b
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도면3c
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도면3d
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도면3e

도면4a
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도면4b
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도면5
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